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Polymerisation plasma

Contexte

Polymérisation plasma
- Principe
- Parametres influents

Exemple d’application pour le traitement anti-corrosion

Polymere plasma « SiO, »



Alternative a la chromatation
Multi-couches protecteur

Primaires aqueux sans chrome (VI)

Etape 4

Dépbt d'un « polymeére
plasma » réticulé et
fonctionnalisé par PECVD

—» film organique

Etape 3

Dépot de SiOx par PECVD a
partir de HMDSO

—p film inorganique

Etape 2

Décapage de la surface et
formation d’un film AlO, par un
plasma capacitif

Etape 1




Polymérisation plasma

Polymere plasma : couche mince organique déposée par plasma

Monaorméere L

polymere plasmagéne

Plasma « froid »: Gaz macroscopiguement neutre,
Hors équilibre thermodynamique,
Composé d’'ions, d’électrons et de neutres

source des especes réactives nécessaires a la formation du film




Polymérisation plasma
propriétées des films

Propriétés intrinseques du film « Fonctionnalité de la surface

o,

réticulation élevée

dense

du film formé

précurseur fonctionnalisé

bonne résistance mecanique paramétres de la décharge

bonne stabilité

difficilement soluble

s,

— b
; e

N AN
AccV Spot“hra&gM#D w1 5m
20.0kV 35 10000x SE 11.6 Dépdtpolymére -run 7

thermique

post traitement par plasma

dérivation chimique




DEPOTS POLYMERE PLASMA
EXEMPLES D'APPLICATIONS

Surfaces Hydrophobes ou hydrophiles

PMMA traité : fonctions OH : surface hydrophile (Lentilles de contact)

Hydrophobicité (Traitement de fibres, vétements)

Biocompatibilité (implant,...)

Fonctions amines ou carboxyles en surface de protheéses
Adhesion des surfaces
Couche barriere
perméabilité (packaging)

SiO,

C——— > Anti corrosion



Polymérisation plasma
Décharge Inductive RF
Monomeres en phase vapeur et gaz réactif

Initiation de la polymérisation de precurseurs organiqgues par plasma
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Polymérisation plasma

schéma d'un dépoét de « polysiloxane »
a partir de HMDSO activeé par plasma

Composition variable (Présence de OH, de méthyle...)

Dépdts de SiO, ou SiC,0, suivant les parametres



Polymérisation plasma
Parametres influents

Type de précurseur
structure M
composition

Température du substrat
Nature du substrat
Bombardemer}t lons, e

Fragmentation du précurseur par collision e
composition plasma dépend de :

Densité en especes :> pression
Energie des électrons puissance

Temps de résidence ——> débit et pression

v

Films
Analyse XPS
Angle de contact

Plasma
Spectrométrie de masse




Polymeérisation plasma
Analyse du plasma par spectromeétrie de masse
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Composition du plasma
en fonction du débit en oxygene
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Angle de contact (degrés) et % at XPS

Angle de contact et composition du film (XPS)

en fonction du débit en oxygene
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Intensités

Composition du plasma en fonction de la puissance
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Angles de contact (degrés) et % at. XPS

Angle de contact et composition du film (XPS)
en fonction de la puissance
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Propriétés des films
en fonction de la puissance et du débit en O2

Puissance

Débit O,

Hydrophobe Hydrophile
PDMS - SiCXOy « SiO, »
Fragmentation du monomere




Traitements de I'acier galvanisé par polymere plasma

% Influence du debit d’'oxygene

% Du pré traitement

décharge capacitive RF dans Ar-
02

Décaper la surface par
bombardement

Bruler la pollution
organique

% Tests au brouillard salin pour la tenue a la corrosion



Vieillissement au brouillard salin : % rouille blanche en fonction du % O,
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% rouille blanche en fonction de la durée du décapage avant dépot
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Apres 120 h brouillard salin

Acier Galvanisé
avec dépot type SiO,

Acier Galvanisé

[ > Dépot inorganique type SiO,

Décapage in situ par plasma




